SiPM芯片采购文件

一、采购信息
采购人：济南中科核技术研究院
采购项目：SiPM芯片
采购数量：1000个
采购用途：用于γ射线闪烁体探测器（BGO+SiPM）研制，作为闪烁光子读出与光电转换器件。
技术要求：详见附件2 《主要技术参数响应表》
交货地点：济南中科核技术研究院
交货时间：合同签订后30个自然日内。
质保期：从验收之日起12个月。
二、报价要求
报价文件内容：详见采购公告文件，公告编号
报价文件递交方式：连同报价单一同上传至电子竞价平台。


附件1
综合评分表

	评分项目
	评分细则
	分值

	价格
部分
（50分）
	本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×50
	50

	商务
部分
（10分）
	1、质量管理体系：
按质量管理体系标准组织，有质量管理体系认证得2分，没有得0分。
	2

	
	2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相似产品项目合同案例加2分，最高不超过4分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）。
	4

	
	3、提供近三年财务报表，经审计且内容完整的，4分，内容不完整或未提供的，0分。
	4

	技术
部分
（40分）
	1、技术指标条款响应情况
（1) 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝；
（2) 技术指标评审基准分为35分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审：
a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；
b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减  5 分；
c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。

注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。

投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。
	35

	
	2、 售后及技术支持服务方案
不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得2分；完全满足和优于招标文件要求的得5分
	5



附件2
主要技术参数响应表

	项目
	技术参数
	供应商响应指标
	备注

	工作条件
	#工作环境温度
	适于在气温为摄氏-40℃~+85℃下运行，且能够连续正常工作
	
	

	
	#硅光倍增管雪崩电压
	<30V
	
	

	单片硅光电倍增管大小及封装
	*单片硅光电倍增管封装尺寸
	6.0mm ~6.3 mm
	
	

	
	#单片硅光电倍增管封装尺寸精度
	≤0.05mm
	
	

	
	*单片硅光电倍增管光敏感区尺寸
	6.0mm ~6.1 mm
	
	

	
	# 单片硅光电倍增管光敏感区尺寸精度
	≤0.05mm
	
	

	
	* 单片硅光电倍增管微元尺寸
	25 μm~75 μm
	
	

	硅光电倍增管读出
	#
	需同时具备阴极、阳极、快信号三路读出功能
	
	

	硅光电倍增管物理性能
	# 可探测光子波长范围及峰值波长
	200nm-900nm（条件：PDE > 2.0%，过电压+ 6.0 V）
	
	

	
	#可探测光子峰值波长
	420nm
	
	

	
	# 光子探测效率（PDE）
	＞35%（条件：过电压+2.5V，峰值波长）
	
	

	
	# 暗计数率、暗电流（Dark count rate、Dark current）
	＜100kHz/mm2
＜1.0μA（条件：过电压+2.5V，21℃）
	
	

	
	#阳极-阴极结电容
	＜4200pF
	
	

	
	#阳极-阴极之间的增益
	＞2×106（过电压+2.5V）
	
	

	性能一致性
	[bookmark: _GoBack]# 批量雪崩电压一致性
	±0.25V（3σ）
	
	


注：标记为“*”的指标是关键技术条款，为必须满足条件，否则将被视为无效报价；标记为“#”的指标是重要技术条款，负偏离会相应扣分。
